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摘要  激子形成区域随电场变化的移动会使得有机电致发光器件(OLEDs)的效率和色度发生改变，从而影响器件

的性能。文章首先制备了两种OLED器件，器件1为ITO/PEDOT∶PSS/PVK∶Ir(ppy)3∶DCJTB (100∶2∶1 

wt)/BCP(10 nm)/Alq3(15 nm)/Al，器件2为ITO/PEDOT∶PSS/PVK∶Ir(ppy)3(100∶2 wt)/BCP(10 

nm)/Alq3(15 nm)/Al，研究了电场强度对单层多掺杂结构器件激子形成的影响。实验发现在多掺杂发光层中，

随着电压的增加，Ir(ppy)3,PVK和DCJTB的发光均增强，PVK和DCJTB发光增强更快。对其发光机制进行分

析，认为较高电场下，载流子获得较高能量，更容易形成高能量激子，产生宽禁带材料PVK的发光;另一方面，从

能级结构分析DCJTB的带隙较窄, 俘获更多的载流子发光更强。同时，在器件的电致发光(EL)光谱发现在460 
nm处一新的发射峰, 发光随着电压的增大相对减弱。为了研究460 nm发光的来源，制备了器件：

ITO/PEDOT∶PSS/PVK∶BCP∶Ir(ppy)3(x∶y∶2 wt)/Alq3(15 nm)/Al, 改变x, y的比值研究发现，460 nm处

的发光依然存在，推测此发光峰应与PVK及BCP之间有关。  
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